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(57) Abstract: Disclosed is a method for producing an HTSC band (16) on a substrate band (12), for example, a strong bond being 
created between the substrate band (12) and the band (16) as a result of the production process (e.g. PVD process or galvanic 
deposition). According to the invention, separation of the highly adhesive band (16) from the substrate band (12) is aided by the fact 
that the substrate band (12) is made of a shape memory alloy, the shape memory of the band being activated in a separating device 
(15) by means of heating and, possibly, cooling. Tension-related stress is generated in the joint on the boundary surface between the 
bands (12, 16) as a result of the substrate being deformed such that separation of die band (16) from the substrate band (12) is aided 
or even caused. Also disclosed is a production facility in which the substrate band is made of a shape memoiy alloy. 
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(57) Zusammenfassung: Es wird ein Verfahren zum Herstellen beispielsweise eines HTSL-Bandes (16) aaf einem Substratband 
(12) beschrieben, wobei aufgrund des Herstellungsprozesses (beispielsweise PVD-Verfahren oder galvanische Abscheidung) zwi- 
schen dem Substratband (12) und dem Band (16) eine starke Haftung entsteht. ErfindungsgemaB wird daher die Ablosung des stark 
haftenden Bandes (16) vom Substratband (12) dadurch unterstiitzt, dass das Substratband (12) aus einer Fonngedachtnislegierung 
besteht, wobei das Formgedachtnis des Bandes in einer Trenneiniichtung (15) durch Erwarmung und evtl. Abkilhlung aktiviert wild. 
Die Verformung des Substratbandes fUhrt an der GrenzflMche zwischen den Bandem (12, 16) zum Aufbau eines spannungsbedingten 
Stoesses im Gefiige, wodorch ein Abl5sen des Bandes (16) vom Substratband (12) unterstiitzt oder sogar eneicht wird. Weiteriiin 
wird eine Herstellungsanlage beansprucht, in der das Substratband aus einer Fbrmgedachtnislegiening besteht 



